Streszczenie

Unikalne wtasciwosci elektryczne, optyczne i mechaniczne grafenu czynig go atrakcyjnym jako
elastyczna, przezroczysta elektroda do zastosowan w elektronice organicznej, np. organicznych diod
elektroluminescencyjnych (OLED). Jednakze, struktura elektronowa grafenu nie jest dopasowana do
poziomdéw energetycznych w uktadach organicznych. Takie dopasowanie mozna osiggnac poprzez
osadzenie tlenku metalu przejsciowego (TMO) na grafenie, tworzac heterostrukture o nowych
wiasciwosciach elektronicznych.

Celem niniejszej pracy jest opracowanie modyfikacji pracy wyjscia grafenu w nastepstwie
oddziatywania z TMO o wysokiej pracy wyjscia (WF) z uwzglednitem dopasowania poziomdw
energetycznych powstatych heterostruktur do wymagan technologii OLED. Gtéwna czes¢ rozprawy
dotyczy syntezy wybranych TMO (tlenkéw molibdenu i renu, MoOs i Re;07) na podtozach grafenowych
i grafitu pyrolitycznego (HOPG). Zbadano zaréwno morfologie otrzymanych heterostruktur, ze
szczegblnym uwzglednieniem monowarstw tlenku molibdenu, jak rowniez ich strukture elektronowsa,
w szczegdlnosci warto$é pracy wyjscia.

W pierwszym etapie pracy skupiono sie na bezposredniej syntezie i charakteryzacji in-situ
monowarstwowego MoO; na HOPG metodg parowania termicznego w warunkach ultra wysokiej
prozni. W ten sposdb otrzymano dwuwymiarowy, prawie stechiometryczny i elektrycznie przewodzacy
MoOQ;s, ktdrego lokalna struktura elektronowa posiada przerwe energetyczng o szerokosci 0,4 eV —takg
samg dla pierwszych trzech warstw. Nastepnie, zajeto sie procesem osadzania MoOs na grafenie,
ktorego witasciwosci réznity sie w zaleznosci od podtoza, na ktdrym zostat wytworzony i ostatecznie
skoncentrowano sie na otrzymaniu mozliwie cienkiej warstwy MoOs. W trzecim etapie zbadano prace
wyjscia monowarstw MoOs w réznych warunkach. Nowatorski charakter tej czesci pracy polega na
zaproponowaniu krystalicznej monowarstwy MoOs dla zwiekszenia pracy wyjscia podtoza do 6,4 eV
przy grubosci zaledwie 0,7 nm. Na zakoriczenie zbadano drugi przyktad TMO — Re;07, w celu okreslenia
jego potencjatu do zwiekszenia pracy wyjscia grafenu. Wykonane badania wskazuja, ze w przypadku

heterostruktury grafen/Re,0; nastepuje wzrost pracy wyjscia o0 0.8 eV.
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